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Applications and

Contents)

高感度磁気センサーとして期待されるNVセンター（以下、NV-センター）の磁気ノ
イズ型デコヒーレンス源の候補となるNVH-センターのスピン緩和の観測を試みた。
結果として、置換窒素のスピン緩和のみが観測された。今後は低温測定や、より高
濃度[NVH-]のサンプルを用いてスピン緩和の観測を試みる。

実験
Experimental

所属機関であるNIMSにおいて、15N濃縮のダイヤモンドサンプルを作製した。CVD
合成中に取り込まれた窒素濃度の10%弱がNVH-センターとして存在していた。こ
のCVDダイヤモンドサンプル中のNVH-センターに対して図1左のように静磁場B0と
マイクロ波vを印加する実験系を適用する。この時に図１の右のようにS=1/2の電
子スピンが持つ二つのスピン準位間の遷移過程を考える。スピン準位間のエネルギー
差を与えるゼーマン分裂と一致するマイクロ波周波数を印加した時(hv=gμBB0)に選
択的なスピンフリップが起こる(電子スピン共鳴)。電子スピン共鳴実験を行うため
に今回分子研が所有するE680を用いた。この際に、マイクロ波の印加手法を変え
てNVH-センター中に存在する電子スピンの観測を行った。図２左で示すのは連続
時間マイクロ波を印加し続けるCW-EPRと呼ばれる法であり。この手法により一般
的にスピンをもつ常磁性欠陥の絶対濃度定量ができることが知られている。図２右
に示すのは、電子スピンの歳差運動周期に合わせたパルスマイクロ波を印加するこ
とでスピン緩和を観測可能なpulse-EPRと呼ばれる手法を示す

結果と考察
Results and Discussion

図３上段に室温下でのCW-EPR結果、下段に室温下でのpulse EPRに結果を示す。
図３下段からCVDダイヤモンドに含まれる中性置換窒素Ns

0
のpulse EPR信号のみが

検出された。また、図３の上段に見られるようなCW EPRで観測されたNVH-センター
を起源に持つ４本の吸収信号が下段のpulse EPRでは明確な吸収信号として観測さ
れなかった。この原因としてpulse EPR時のスピン歳差運動時間τ=300nsよりも十
分短いT2をNVH-センター中のスピンが有していることが考えられる。NVH-センター
の原子構造起因の理由として、psオーダーの水素原子の高速運動が推測される(M.
J. Shaw et al., Phys. Rev. Lett. 95, 105502 (2005).)。これに対して図３下段におい
てNs

0
のpulse EPR信号が観測されたことは、NVH-センターのスピンに比べて長

いT2をNs

0
が有していることを示す。この結果はスピン縦緩和時間の長い常磁性欠陥

を選択的に観測可能なRapid Passage法において、Ns

0
とNVH-センターの信号観測

結果と符号する（C. Shinei et al. J. Appl. Phys. 119, 25400 (2022).）。一方で信
号が観測されないことは単純にNVH-センターのサンプル中のスピン数が少ないた
めに特に(b)の可能性を検討するためにNVH-センター濃度が一桁大きいサンプルを
用いて今年度再測定を行う。
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